Президиум РАН постановил:   

присудить премию имени А.А. Бочвара   2008 года доктору технических наук Панцырному Виктору Ивановичу, доктору технических наук Шикову Александру Константиновичу, кандидату технических наук Воробьевой Александре Евгеньевне (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара») за работу «Создание нового класса технических высокопрочных высокоэлектропроводных материалов с использованием эффекта аномального повышения прочности при переходе к наноразмерной микроструктуре».

Представленная работа посвящена созданию высокопрочного высокоэлектропроводного материала для обмоточных проводов крупных импульсных магнитных систем c магнитной индукцией 60-100 Тл. На модельных образцах сплавов Cu-Nb показана возможность достижения аномально высоких прочностных свойств материала за счет наноразмерной структуры. Получены крупные гомогенные слитки сплава Nb-Cu, провода, содержащие в сечении медной матрицы 2х3 мм2 до 450 млн. ниобиевых волокон и длинномерные провода сечением до 25 мм2 с пределом прочности 1200-1500 МПа и электропроводностью 60-70% от электропроводности чистой меди. Новый композит имеет широкую область применения в машиностроении, в устройствах телекоммуникаций и электроники, в авиации. Замена традиционных медных сплавов новым композитом  позволит уменьшить их вес и размеры, повысить долговечность и надежность изделий. Новизна и актуальность разработки подтверждена патентами РФ и дипломами международных и отечественных выставок изобретений и инноваций. Имеется более 10 контрактов на поставку микрокомпозиционных Си – Nb проводов в зарубежные научные центры. В Бельгии и США из новых материалов изготовлены импульсные магниты с индукцией магнитного поля 75  и  89 Тл.

